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LE TRANSISTOR BIPOLAIRE DE PUISSANCE 
(B.J.T: Bipolar Jonction Transistor) 

 
Présentation:  
 
Le transistor bipolaire est un composant à 2 jonctions dans lequel le courant de collecteur est 
contrôlé par le courant de base avec un coefficient d'amplification (HFE) 
 Pour des raisons de coût et de performances on ne fabrique que des transistors NPN en forte 
puissance.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Compromis technologique:  
 

Tenu en tension/ Gain du transistor 
 
 

Valeurs de HFE  => transistor faible puissance (petits signaux) (Ic < lA; Vceo - < 50 V): 
 l00� HFE� 500 

=> transistor forte puissance ( qq -10A; Vceo > 100 V): 
HFE de 5 à 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Caractéristiques statiques :  
 
Rappel :Le fonctionnement en commutation est caractérisé par les états bloque et saturé. 
 
 Etat bloqué:  

-ib = 0 alors Ic = Iceo (courant de fuite) fortement dépendant de Tj; Iceo négligeable  
 

-Vce doit rester inferieure à une tension Vceo . Des tenues en tension intermédiaires notées 
Vcer sont possibles suivant le type de commande de la base  
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Etat saturé :  
- il faut que ib soit suffisant pour que Vcb < 0 alors Vce ~ 0 : c'est le régime de saturation 
dure 

Ib>>Ic/HFE( HFE est!e gain du transistor noté aussi � ou h21 ) 
 

-la tension Vcesat est minimale et les pertes de conduction sont elle aussi minimales En 
fait, cet état maximise la charge stockée dans la base et dégrade les temps de commutation 
ainsi que l'aire de sécurité en commutation  

 
Ainsi on utilise très souvent le transistor en quasi-saturation: Vcb ~ 0 voire > 0  
 
Pour obtenir automatiquement cette condition quelque soit le courant Ic, on utilise un réseau 
d'anti-saturation, par exemple  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Aire de sécurité (Safe Operating Area SOA):  
 
L'aire de sécurité est la représentation, dans le plan des caractéristiques de sortie (Ic-Vce) des 
limites que le point de fonctionnement ne doit pas dépasser.  
 
Représentation simplifiée :  
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4 Caractéristiques dynamiques: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On considère que le courant de base Ib s'établit pratiquement instantanément, Le générateur de 
commande fournît d'abord une tension positive puis négative inférieure à la tension d'avalanche 
inverse  
 
-td: delay time: retard à la croissance du courant collecteur (phase de charge de la capacité de 
transition base émetteur)  
-tr: tise time: temps de croissance du courant collecteur  
 
Temps de fermeture: ton = td+tr  
 
-ts: storage time: temps de stockage (temps nécessaire pour évacuer l'excès d'électrons injectés 
dans la base)  
-tf : fall time: temps de décroissance du courant collecteur  
 
Temps d'ouverture: toff= ts +tf  
 
Remarque: se reporter aux caractéristique du composant données par le fabricant.  
 
 
5 Circuit d'Aide à La Commutation (CALC) :  
 
ils ont trois fonctions essentielles dans le cas du transistor bipolaire· :  
 

- maintien du trajet du point de fonctionnement dans l'aire de sécurité du transistor,  
- réduction des pertes de commutation,  
- diminution des perturbations par diminution du di/dt et du dv/dt. 

 

Les caractéristiques dynamiques 
dépendent de la commande de la 
base 
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On distingue : 
 

-les CALC à la mise en conduction . limitation de la croissance de lc On place une 
inductance en série avec le transistor  

 
-les CALC au blocage. limitation de la croissance de Vce  '  

 
 On place des circuits-Résistance- Condensateur- Diode 
 aux bornes du transistor -  . T C  
(Eventuel1ement limitation de la décroissance de Ic)  
 
 
 
 
6 Montage Darlington :  
 
Dans !e cas des transistors de forte puissance, afin d'augmenter le coefficient d'amplification en 
courant, on réalise un montage Darlington à 1 où 2 driver qui permet de contrôler des forts 
courants .avec un courant de commande faible  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Exemple de commande de base : 
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